






模粒

卡高

晶片

條件

規格 180~700 25 AVG:655 1.5~2.4 180~700 25 AVG:655 1.5~2.4

NO IV 角度 WD VF IV 角度 WD VF

1 381 24.83 645.03 1.790 488 19.34 643.47 1.790

2 279 24.60 644.24 1.780 716 19.44 642.98 1.790

3 270 26.08 643.94 1.780 606 18.48 643.45 1.790

4 242 644.54 1.780 526 642.99 1.790

5 190 643.70 1.790 489 643.37 1.780 、

MIN 190 24.60 643.70 1.78 488 18.48 642.98 1.78

AVE 272 25.17 644.29 1.78 565 19.09 643.25 1.79

MAX 381 26.08 645.03 1.790 716 19.44 643.47 1.790

成品外觀

IF=2mA IF=2mA

2.6卡=>2.9卡確認亮度&角度，角度相差6°，亮度平均相差52%

333SDRC/S530-A3-L/T2(DQD)

EL330-3-2.6/30(豐昌)連體模粒 EL330-2-2.9/30(豐昌)連體模粒

2.6 2.9

乾照10mil 乾照10mil

2.9mm2.6mm



模粒

卡高

晶片

條件

規格 2250~9000 50 2.8~4.8 2250~9000 50 2.8~4.8

NO IV 角度 X Y VF IV 角度 X Y VF

1 3614 43.81 0.30 0.30 3.11 3881 43.22 0.30 0.29 3.12

2 3885 42.81 0.30 0.29 3.11 3854 42.25 0.30 0.29 3.13

3 3866 41.84 0.30 0.30 3.11 3925 43.10 0.30 0.29 3.12

4 3695 0.30 0.29 3.11 3925 0.30 0.30 3.12

5 3756 0.30 0.29 3.11 4039 0.30 0.29 3.13

MIN 3614 41.84 0.30 0.29 3.11 3854 42.25 0.30 0.29 3.12

AVE 3763 42.82 0.30 0.29 3.11 3925 42.86 0.30 0.29 3.12

MAX 3885 43.81 0.30 0.30 3.11 4039 43.22 0.30 0.30 3.13

成品外觀

1354-15/TXW5-4NTA/TR1(A)(MD)(YE)

EL1350-3.0_30連體模粒(理想嘉程) EL1350-2.9/30(豐昌)連體模粒

3.0 2.9

IF=20mA IF=20mA

3.0卡=>2.9卡 角度&亮度無明顯差異

2.9mm3.0mm


